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В данной работе изучены процессы накопления и стирания радиационно-индуцированного заряда в структурах металл-оксид-полупроводник (МОП). Накопление радиационно-индуцированного заряда изучалось при облучении структур (-частицами, протонами и гамма-излучением /1/. Исследовано влияние сильнополевой инжекции электронов на появление и последующую эволюцию радиационно-индуцированных зарядов и дефектов в тонких диэлектриках МОП-структур. Определены режимы сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик, повышающие его дозовую чувствительность, а также режимы, позволяющие стирать большую часть радиационно-индуцированного положительного заряда при минимальной деградации оксида и его границы с полупроводником.
Предложена модель, описывающая процесс накопления и стирания радиационно-индуцированного положительного заряда в пленке оксида, в том числе и при сильнополевой инжекции электронов. Проведенные исследования зарядовых процессов, протекающих в термических пленках диоксида кремния МОП-структур при воздействии ионизирующих излучений и сильнополевой туннельной по Фаулеру-Нордгейму инжекции электронов, представляет большой интерес как с точки зрения эксплуатации МОП приборов, так и при разработке МОП сенсоров радиационных излучений.
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